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실리콘 태양전지의 반사방지막으로 ZnO 나노 구조체의 적용  
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산화아연은 자외선을 흡수하는 특성을 가졌기 때문에 자외선 차단 또는 반사 방지막으로 적용

하기 위한 연구가 최근 국내외에서 진행되고 있다. 본 연구에서는 실리콘 기반 태양전지의 반사 

방지막으로 산화아연 나노와이어를 적용하여 그 특성을 조사하고자 하였다. 실리콘 기반의 태

양전지는 p형 반도체인 실리콘에 표면에 확산법에 의한 n형 반도체를 형성하여 p-n접합을 제작

하고 n형 반도체 위에 여러 가지 반사 방지막을 코팅한 구조를 가진다. 본 연구에서는 태양전지 

반제품인 반사 방지막이 코팅되지 않은 p-n접합상태의 재료의 표면에 sputtering법으로 산화아

연 박막을 형성하고, 박막을 seed로 활용하여 산화아연 나노와이어를 건식법과 습식법으로 에

피 성장시켰다. 건식법으로 성장된 산화아연 나노와이어는 수백 나노미터의 길이로 성장되어 

투명성이 확보되지 못하였으나, 습식법으로 성장된 것은 100 nm이하의 길이로 성장되어 투명

성이 확보되었다. UV-Vis 분광 광도기를 이용한 기판의 반사율을 측정한 결과 자외선 영역의 

복사선은 산화아연 나노와이어에 의해서 흡수되어 반사율이 매우 낮았으나, 가시광 영역의 복

사선은 반사율이 상대적으로 높아진 것으로 확인되었다. 습식법으로 제조된 산화아연 나노구조

체의 경우에는 자외선뿐만 아니라 가시광 영역의 복사선의 반사율도 낮게 유지되는 것으로 조

사되었다.       


